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Thermoelectric semiconductor devices. B3ameH
Term® and definitions roCT 18577—73

I‘Iocrawoaneuuem I‘ocynapcrneuuoro komureta CCCP no ~¢TaHpaptam of 31 -mapra

1980 r. Ne ‘143'2 CPOK BBEJleHMS YCTAHOBMEH
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HacToamu#t craHaapT ycTaHaBJHBaeT NPUMEHseMEle B HayKe, Tex-
HHKE H NPOM3BOACTBE TEPMHHEI M ONPEJEeHHA OCHOBHEIX NOHATUH
OJIYIPOBOJHHKOBBIX TEPMO3/JEKTPHUUYECKHX YCTPOHCTB.

TepMHHB, YCTAHOBJICHHBIe CTaHAapTOM, 00si3aTe/bHBl AJS NpUMe-
HEHHs1 B JOKYMEHTAllHH BCe€X BUI0B, HAYUHO-TEXHHUECKOH, yueOHOH |
CIIPaBOYHOM JIUTEpaType. -

Hns KaxAOro MOHATHS YCTAHOBJIEH OJHH CTAHAAPTH30BaHHBIA Tep-
MHH. IlpMMeHeHHe TepMHMHOB—CHHOHHMOB CTaHA4PTH30BAHHOTO Tep-
MHHa 3anpemaercsi. HenonycTuMble K NPHMEHEHHIO TepMHHBI-CHHOHH-
MBIl OPHBEJEHB B CTaHAApTe B KAaYeCTBE CIPABOYHBIX H oGosnaqenm
«Hnms. i .

Ji51 OTHeNbHEIX CTaHAAPTH3OBAHHHIX TePMHHOB B CTaHAapTe MPH-
BeJleHH B KAuecTBe CIIPABOUYHBIX KPaTKHe (POPMBI, KOTOpPEIe paspema-
eTCd NPUMEHATh B CAYYasX, HCKIAIOUAMOWHX BO3MOXKHOCTh HX Pasfny-
HOTO TOJKOBaHHs. YCTaHOBJIeHHLIE ONpEJeseHUs MOXKHO, NPH Heo6Xo-
AUMOCTH, H3MEHATb IO (QOpMe H3JIOXKEHHs, He JONycKas HapymeHHs{ |
'TpaBHI TOHATHH.

B cayuasix, korga HeoO6XOAMMBIE W JHOCTAaTOUYHBIE IPH3HAKH IOHA-
TUA colepKaTcg B OYKBaJbHOM 3HAauY€HHH TEPMHHA, ONpelesieHHE He
NPUBELEHO, H, COOTBETCTBEHHO, B rpade «OmnpeaeseHue» MOCTaBJIeH
npoYepkK. g

B craHzapTe B KayecTBe CIIPABOYHBIX NPUBELEHE IrIHOCTpaHHbIe 3K-
BUBAJIEHTH 1Jis PAJA CTAaHAAPTH30BaHHHLIX TEPMHHOB Ha HeMeLLKOM
(D), aurau#ickom (E) u dpanuysckom (F) ssmkax.

B cranmapTe npuBeleHH aja(aBHTHBIE YKasaTenaH coz:epxcamnxca
B HEM TePMHHOB Ha PYCCKOM $S3bIKE€ H UX HMHOCTPAHHBIX 3KBHUBaJICHTOB.

M3paHKe oMuManbHoe Mepeneuyatka BocnpeuieHa

ITepeusdanue. Hoabpe 1980 o.
© WUspatensctso craHgapros, 1981



CTanaapTH30BaHHbIE TeDMHHBI HaOpaHBl MOJYKHPHBIM IIDPUGTOM,

‘UX KpaTkKasf ¢opMa — CBeTHIM, a Heﬂ,onycmMme CHHOHHMBI — KYP-
CHUBOM.
TepmuH Onpepenenne
1. NloaynpoBOJHUKOBOE  TEPMOIJIEK- ycrpoﬁcho, JeHCTBHE KOTOPOTO OCHO-
‘ TPHYECKOe YCTPOHCTBO BAaHO HA HCMOJb3®BaHUH TepMC3JEKTPHUe-
' TepMo3jeKTpHUEeCKOe YCTPOHCTBO | CKHX 3ddexkto ITeavTbe man 3eeGexa B

D.

E. Semiconductor

T

D. Mehrstufige

. Dispositif

. Thermo-élément

. Semiconductor

Halbleiterthermoelektrische
Anordnung

thermoelectric
device

thermo-électrique &
semiconducteurs

Ioaynposoanukosblii
MeHT
Tepmoanement

TepmoaJe-

. Halblelterthermoelement

Semiconductor thermoelement

Thermo-élément a semiconduc-
teurs

KackapHbili  1OJYIPOBOAHUKOBBI
TEPMO3JIEMEHT

Kacxamubifi TepmosiemenT
Halbleiterthermo-
element

Multistaged semlconductor ther-
moelement

a semiconduc-
teurs en cascade

IMonynpoBoanukonas
pesi
TepmobGarapes -

TepModara-

. Halb]elterthermoelektrlsche

Batterie

pile
Pile thermo-électrique 3

semi-
conducteurs

MoaynpoBoaHAKOBbI TEPMOAIEKT-
PHYECKHH MOAYJb
TepMOSJIeKTPHUSCKHH MOLYJb

D. Halbleiterthermoelektrische

E. Semiconductor

Modul
thermoelectric
module

F. Module thermo-électrique a semi-

conducteurs

thermoelectric -

OAYNPOBOAHHKAX, TMpeJAHA3HAUEeHHOe M1
MOJYYeHUS TEMJIOTHl HJIH XOJ04a C HUCIIOJb-
30BAaHHEM 3JICKTPHYECKOH 3HEPrHH HJH IO-
JyUeHHSI SJIeKTPHYECKOH IHePIrHH C HCNOJb-
30BaHUeM TeNJOBOU

[TonynpoBOAHHKOBOE  TepMO3JIeKTpHUE-
CKOe YCTPOHCTBO, BKJOYaillee OAHY IO-
JIOXKHTEJbHYIO U OJHY OTDHLATEIbHYIO BET-
BH, 3JIGKTPHUYECKH COeIHHEeHHBIe [OC/HeI0-
BaTEJIbHO

i

)

[ToanynpoBoaHHKOBbII TEPMO3JIEMEHT,
BEeTBH KOTOPOrO COCTOSIT M3 MaTepHAaJ0B C
DPa3JHYHBIMH TEPMOIJEKTPHUECKHMH CBOH-
CTBaMH, pacHoJaraeMbiX NOCJeL0BATLAbHO
BJOJIb TOKOBOH BBHICOTHI BETBH

[ToslynIpOBOZHHKOBOE  TEPMO3/ISKTPHYE-
CKOe YCTPOHCTBO. NpeICTaB/sIoOlNee COBO-
KYIHOCTb 3JIEKTPHUECKH COEIHHEHHBIX II0-
JYNPOBOJHHKOBEIX TEPMOJIEMEHTOB B efIH-
HOM KOHCTPYKTHBHOM MCIIOJHEHHH

YuHOHIHDOBaHHAA MOJYIPOBOAHHKOBAS
TepmobaTtapes



Tepyuy

OflpegeneHuc

6. MaavnpoBOAHHKOBbLI
TPHYECKUH 00K
TepMmobiok

D. Halbleiterthermoelektrische
Block

- TEPMO3JICK-

E. Semiconductor thermoelectric
hlock
F. Bicc  thermo-électrique a semi-

ccncucteurs
7. Kackaanas =~ MOJYIPOBONHHUKOBAS

Tepmodarapesn

KacxkaaHas Tepmobarapest
D. Halbl elterthermoelektrlsche

Kaskadenbatterie

E. Cascaded semiconductor thermo-
Dlit

F. Pile therme- electnque a semicon-
ducteurs en oascade

8. Betss noaynpogo,u,ﬂuxosoro \Tep-
MO3JeMEHTa
BeTsb Tepmo3neMenTa

D. Hatbleiterthermoelementschen-
kel ‘

E. Zeg of a semiconductor thermo-
element

F. Branch de thermo-élément a se-

‘miconducteurs .

9. oJoXHTenbuas BETBb MoJAynpo-
BOAHUKOBOIO TEPMOIJIEMEHTA

- THonoxurteasHas BeTBb

D. p-leitender Schenkel des Thermo-
elements '

E. p-type leg of a thermoelement

F. Branch positif de thermo- élément

EI}O, Orpuuarensuas BeTBb MOJAYNpO-
BOLHHKOBOrO TepMO3JeMeHTa
OTpHuaTenbHast BETBb

D. n-leitender Schenke! des Thermo-

elements
E. n-type leg of a thermoelement
F.«Branch negatnt de thermo-élé-

ment , :

[TonynpoBOAHHKOBOEG — TCPMO3/IEKTDHE-
CKOe YCTPOICTBO, BKJIiOUAlOlUlee OAHY HJIH
ICCKOJIbKO  3JIGKTPHUECKH  COeAHHEHHBIX
MONYNPOBOAHUKOBLIX Tepmodarapeil B eii-
HOM KOHCTDYKTHBHOM HCIIOJHEHHH C CHCTe-
MOH TennooOMena

[TonynpoBogHuKOBOE  TEpMO3JIEKTPHUE-
CKOe YCTPOCTBO, COCTOfillee H3 MABYX HJH
Oonee tepMmobarapeli, COeJIHHEHHBIX KOHCT-
PYKTHBHO MeXAY co0oll B CTYHEGHH TepMmo-
JEKTPHYECKOTO KaCKaZa TakHM 006pas3oM,
YTO TeNJIONOIJOIaliie clan Tepmodara-
pell KaxK[AOoH CTYHNeHH HaXOoJsATCS B TEIJIO-
BOM KOHTAKTe C TCMNJ/IOBBLIEJAAIOLINMH Clia-
sIMH TepmoOaTapell TUpeablaAYyLled CTYMIEHH.

IHpumewanne Hymepauus cryre-

HEeH TePMO3JIEKTPHUYECKOr0 KackKaja [po-

U3BOAHUTCH B HAIPaBJCHHH OT TeMJIONO-

TJIOLIAIONIEro, chasi, HAaXOLALLEroCs B

KOHTaKTe ¢ OOBEKTOM OXJaxkKIeHH

CocraBHast uvacTb MOJVIPOBOLHIKOBOTO
TEPMOSJIEMEHTA, MaTepHal }\OTopoﬁ obaa-
JaeT 3JeKTPOHHOH HJIH ﬂ,bxpoqr{ou 3JIEKTPO-
HpOBOIIHOCTbIO _

BeTsb noJynpoBOAHIKOBOrO  TEpMO3Je-
MEHTa, MaTepHaJ KOTOopoi olJajgaeT abi-
POYHOH 3/IeKTPOHPOBOLHOCTBIO

\

BeTBb monynpoBoAHHKOBOIO TepMmoade-
MeHTa, MaTepHaJ KOTOPOil o0MazaeT 3/eK-
TPOHHOH 3JIEKTPOTPOBOAHOCTHIO



TepMlH , Onpénen enye
111, KoHTakTHag nJacTHHa noaynpo- CocTaBHadd 4YacTb TNOJYNPOBOJHAKOBOTO
BOJHHMKOBOTO TEPMOIJIEMEHTa TepMO3JIeMeHTa, 3JeKTPHUeCKH COeAHHHA0-
KontaktHast miaacTHHA ‘ 11asg ero BeTBH MeXAy CoOo0il

Han, Kommyrayuonnasa naacru-

Ha
D. Kontaktbriicke des Halbleiter-
thermoelements
E. Contact plate of a semisonductor
) thermoelement
F. Plaque de contact de thermo-éle-
ment a semiconducteurs

"12. Cna#i noaynpoBOAHHKOBOTO Tep- 30Ha 3/IEKTPHYECKOrO COEJHHEHHS BeT-
MO3JIeMeHTa : ‘ Befi- MOJNIYNPOBOAHHKOBOIO TEPMOYJIEMEHTA
Cmaii , '

D. Zotstelle des Halbleiterthermo-
elements

E. Junction of a semiconductor .
thermoelement ‘

F. Soudure de thermo-élément

13. TenaonoriowawmWKi cnan noay- o
NPOBONHHKOBOTO  TEPMOJEMEHTa '
TensomorgomaiI v crag .

Han. XoaoOnweui cnatl
. D. Wéarmeaufnahmende Zotstelle
des Halbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se-
miconductor thermoelement

F. Soudure a absorption de chaleur
de thermo-élément a semiconduc- .
teurs

14. TenjoBbIaeAsAIOIIKA cmad mnoay-
npoﬂ:mnuxosoro TePMOJJIEMEHTA
TenutoBB AeNSIOUHE ClIal
Hnn. lopawuii cnai :
D. Warmeabgebende Zotstelle des
Halbleiterthermoelements
E. Heatremoving junction of a semi-
conductor thermoelement '
F. Soudure a extraction de chaleur
de thermo-élément a semiconduc- ‘

1
teurs ‘

:16. Tenaonepepawwass nosepxHocTh | IToBepxHOCTD ndny’npOBdnHuKosoro TEp-
NoJAYNpOBOAHHKOBOTO TEPMO3JEK- | MO3JEKTPHYECKOro MOoJAyJsi, 06pa3oBaHHas
TPHYECKOTro MOAYJs " COBOKYTTHOCTbI0 KOHTAKTHHX NJaCTHH

Tenxonepenaloniasgs  NOBEPXHOCTD

D. Warmeiibertragende  Oberfldche
des Halbleiterthermoelektrischen
Moduls . -




Tepuun

Ornpeaenense

E.
F.

16. DAeKTPOU30AHPOBAHHbII

17. ToxkoBblii BbLIBOJ MOJAYNPOBOAHH-
KOBOTO TEPMOJIEKTPHYECKOro YCT-

D.
E.
F.

18.

19,

Heat trausfer surface of a semi-
conductor thermoelectric module
Surface de chauffe de module
thermo-électrique a semiconduc-
teurs -

Temnga0-
NoJIyIPOBOJAHHKOBOr O
YCTPOHCT-

nepexopn,
TEPMOIIEKTPUIECKOro
Ba

Tennomnepexon

POMCTBA
TokoBBIH BBBOJ,
Stromkontakt der Halblelterther-

-moelekirischen Anordnung

Current terminal of a semicon-

“ductor thermoelectric device

Borne de dispositif thermo-élect-
rique & semiconducteurs

OrpunaTeabHblli TOKOBLIH BbIBOJ
NOJYNPOBOAHHKOBOr0O TEPMOIJIEKT-
PHUYECKOr0 YCTPOWCTBA

OTpHuaTeabHHIA TOKOBBIA BHIBOL
- Negativ Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung .
Negative current terminal of a
semlconductor thermoelectric
device |

Pole negatif de dlsposmf thermo-
électrique a semiconducteurs

IToNOXKHTEAbHBIH  TOKOBBII

BOA INOJYINPDOBOAHHKOBOTrO T¢Pp-

'MO3JIEKTPHYECKOr0 YCTPOHCTBA -

IlonoxXHTenbHBIE TOKOBLIH BBHIBOZ
Positiv  Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung .

Positive -current terminal of' a
semiconductor thermoelectric
device

Pole positif de dispositif thermo-
electrique a semiconducteurs

Bbi-

CocTaBHast 4aCThb NeOJAYIPOBOLHHKOBOIO-
TEePMO3JIEKTPHYECKOro yCTpPOHCTBa, obecre-
YHBAOIAS - 3JEKTPHYECKYIO , H30JALHIO €ero-
TEPMO3JJIEMEHTOB OT O0BeKTa  TelJOoBOro-
BO3AEHCTBHA HJH CHCTEMH TemnjooOMeHa
H oOjiajammas 3aJaHHOf TeNJIONPOBOMIH-
MOCTBIO B HanpaBJeHHH rpa/:mem‘a TeMIe-
paTyphl

BuiBoA  BeTBH  TNOJAYHPOBOXHHKOBOTO-
TepPMO3JIeMEHTa, IpedHa3HaYeHHHH IJIf
COeIHHEHHS - C BHEIUHEH 3JeKTPHYECKOIt
EeMbiO

ToxoBhHIll BHIBOI TIONCKHTENEHON BETBH:

nOJYNDOBOAHHKOBOTIO TepMOBﬁeMeHTa

TOKOBHI BBHIBO  OTPHUATENbHOH BeTBi
NOJYNPOBOAHHKOBOTO TEPMO3JIEeMEHTA ‘



T2pMAH

OnpepeacHue

20. Tokosas BbHICOTA BETBM MNMOJYNPO-

BOJAHHKOBOTO TEDMOIJEMEHTA

‘ToKoBast BRICOTA BeTBHU
. Thermoelementschenkelhohe

Height of a thermoelementleg
Hautpur de branch de thermo-
élément

. TOKOBOe ceyeHHe BETBH MOJYNpO-

BOJAHHKOBOTO TepMO3AeMeHTa
TokoBoe cz1edile BEeTBH

D. Thermoelementschenkelquer-

schmitt

E. Cross-section of a thermosle-

mentleg

F. Section de branch de thermo elé-

ment

ILJIHHEI [IyTH TOKa B BeTBIl IOJYyNpOBOJ-
HHKOBOr'0 TepMo3aJieMenTa

CeycHHE BETBH  MOJYNPOBOAHHKOBOIO
TEePMO3JeMeHTa, OlpejenseMoe 0 HOPMa-
JIl K BEKTOPHOH JIHHHHU TOKa



'

AN ABHUTHbLIA YKA3SATENL TEPMHUHOB
HA PYCCKOM S3bIKE

baok TepmMoO3jaeKTpHUECKHI nonynposonﬂuxosbm
BeTBb oTpHIaTeNbHAS

BeTBp noNOKHTEbHAS

BeTBb nMONyNpOBOJHHKOBOr0 TEPMO3JEMEHTA

BerBb NOoJAYNPOBOAHHKOBOr0o TEPMOIJEMEHTA O'IV‘le.laTeJleaﬂ
BCTBb'ﬂOJ])’HpOBOH,‘HH\KOBOI‘O TEPMOIJEMEHTA NOJOXKHUTENbHASA

Betsb ‘TepmoaneMenTa

BriBom TOXOBHI

BriBons TOKOBBIH OTPHLATE/BHBIH
. BHIBOZL TOKOBHIA MOJOXKHKTEABHBIH

BriBoj noaynpoBOJHHKOBOrO TEPMONEKTPHUECKOTO YCTPOHCTRA

TOKOBbIii

, BbIBOD, ﬂOlerlpOBOIlHHKOBOFO Tepwoanexrpuqecxoro YCTPOHCTBE!

TOKOBbI{ OTPHUATEJbHbI]

BeiBoA MONYNPOBOAHHKOBOrO TePM0JEKTPHUYECKOFO YCTpOHCTBA

TOKOBbIjf NMOJNOXKUTENbHLI

Bricbta BeTBH

BbicoTa BeTBHM NnoJqynpoBOAHHKOBOIO TepMOBHEMeHTa TOKOBag

TOKOBas

Monyb, TepMO3JIeKTp HUeCKH i

Mopnyab TepMOIJNIEKTPUUECKHH HOJYNPOBONHHKOBbIM
[12aCTURG KOMMYTAYUOHHASA

[lnactuHa KOHTaKTHas-

MlaacTvHa NOAYNpOBOAHUKOBOTO TEPMO3JEMEHTA KOHTAKTHAS
IoBepxHocTh MONYNPOBOXHHKOBOrO TEPMO3NEKTPHIECKOT0 MORY:id

TenJonepeaarLas
iToBepXHOCTb TemJOTEpealoNas
CedeHHe BEeTBH TOKOBOe

Ceyenne peTeM NOJYNPOBOJHHKOBOTO TePMO2/IEMEHTAa TOKOBOE

Cnaip

Cnai 2opauui

Cnait noaynpoBoaHHKOBOro TepmMoO3JjeMeHTa

Cnaji nojiynpoBOAHMKOBOI'O TEPMOINEMEHTA TEMNOBLIIAESIIOMMH
Cnaji noaynpoBoaHMKOBOro TEPMOIJNEMEHTA TELIONOTIOIWAN0LLHi

Cnail TemyioBbIICASIOWL Ui
Cnai TeNJI0NOVION A0 H il
Cnai xoao00ubli

Temwnonepexoyn

Tenaonepexon nonynpoBoAHUKOBOTO TE€PMOIIEKTPHUSCKOro yCT-

POMCTBa 3JEKTPOU30JHPOBAHHBI

TepmobaTtapes
TepmoGatapes
Tepmobatapesn
TepmoGarapeg
TepmoGaok

TepmoseMenT
TepmoaemeHT
TepmoaaeMent
TepmoanemeHr

KacKaaHasda
NONYNPOBOAHUKOBAA
NnoaynpoOBOAHHKOBAasl KacKajHas

KaCKaiHbIH
HOJYNPOBOTHHKOBDI H
MNOJMYNPOBOAHHUKOBBIH KacKaXHbIi

YCTpOHRCTBO TEPMO3JIEKTPHUECKOE
ycTpoiicTBo TePMO3JEKTPHYECKOe MNOJYNPOBOAHHKOBOE

e G0 D) GO B O N B o O



ATIDABUTHBIN YKA3ATENb TEPMHHOB
HA HEMELIKOM S3bIKE

Halbleiterthermoelektrische Anordnung
Halbleiterthermoeléktrische Batterie
Halbleiterthermoelektrische Block
Halbleiterthermoelektrische Kaskadenbatterie
Halbleiterthermoelektrische Modul

Halbleiterthermoelement

Halbleiterthermoelementschenkel

Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements

Zotstelle des Halbleiterthermoelemernts

Mehrstufige Halbleiterthermoelement
- n-leitender Schenkel des Thermoelements ’

Negativ Stromkontakt der Halble1terthermoelektrxschen Anord-
nung

P- leitender Schenkel des Thermoelements

Positiv Stromkontakt der Halble1terthermoe1ektrlschen Anord-
nun.

Stro%nkon*takt der Halbleiterthermoelekirischen Anordnung
Thermoelementschenkelhohe .
Thermoelementschenkelquerschnitt
Warmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Warmeauindhmende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Wairmeiibertragende Oberflache des Halbfelterthermoelektmschen
- Moduls

ANDABUTHLIA YKA3ATENDL TEPMUHOB
HA AHTTIMACKOM AA3bIKE

Cascaded semiconductor thermopile

Contact plate of a semiconductor thermoelement
Cross-section of a thermoelementleg

Current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module -
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement
Heatremoving junction of a semiconductor thermoelement
Height of a thermoelementleg

Junction of a semiconductor thermoelement

. Zeg of a semiconductor thermoelement

Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
‘thermoelement

Negative current terminal of a semlconductor thermoelectric
device

p-type leg of a thermoelement .

Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device
‘Semiconductor thermoelectric block :
Semiconductor thermoelectric device -

Semiconductor thermoelectric module

Semicondudtor thermoelectric pile

Semiconductor thermoelement

Ll )
W~ NI~ b —

Pt e
Lo o

bt gt DND DD st et
W — O

[
ol

0N A Ul O



A.HQJABHTHHIZ. YKA3ATENb TEPMMHOB
HA ®@PAHUY3CKOM A3bIKE

Bloc thermo-¢lectrique a semiconducteurs

Borne de dispositif thermo-électrique & semiconducteurs
Branch de thermo-élément a semiconducteurs

Branch negatii de thermo-élément
Branch positif de thermo-élément
Dispositif thermo-électrique a.semiconducteurs

Hauteur de branch de thermo-élément

Module thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique & semiconducteurs en cascade

Plaque de contact de thermo-élément a semiconducteurs -

Pole negatif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Pole positif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Section de branch de thermo-élément '
Soudure a absorption de chaleur de thermo-élément a semicon-
ducteurs i '

Soudure a extraction de chaleur-de thermo-élément a semicon-
ducteurs .

Soudure de thermo-élément

Surface de chauffe de module thermo-électrique a semiconduc-
teurs . , :
Thermo-élément a semiconducteurs

Thermo-élément a semiconducteurs en cascade
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